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Wyniki w skrocie

Nowa generacja pamieci o dostepie
swobodnym

Od momentu opracowania elektronicznego przetwarzania danych nowe odkrycia w
dziedzinie magnetyzmu zwiekszajg w spektakularny sposdb wydajnos¢ systeméw
przechowywania danych. W ramach projektu NEXT udato sie po raz pierwszy
zintegrowa¢ magnetyczne ztgcza tunelowe ze standardowg strukturg
komplementarng metal-tlenek-potprzewodnik.
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Podczas korzystania z oprogramowania
pamie¢ RAM umozliwia dostep do aplikaciji,
jednoczesnie pozwalajgc uzytkownikowi na
odczyt danych z pamieci i zapis nowych
danych do pamieci. Jednak w wiekszoSci
przypadkow pamie¢ RAM dziatajgca w
oparciu o potprzewodniki jest niestabilna, co
GO NS Y oznacza, ze do pracy wymaga statego
Shutterstock zasilania. W przypadku przerwy w dostawie
pradu elektrycznego, nastepuje utrata danych
przechowywanych w pamieci RAM. Z drugiej
strony, magnetyczne ztagcza tunelowe sg z natury odporne na zaktécenia zasilania.
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Po przytozeniu pradu prostopadle do dwdch warstw materiatu ferromagnetycznego,
z ktérego sktada sie magnetyczne ztgcze tunelowe, przekracza on bariere izolujaca
pomiedzy nimi na skutek efektu czysto kwantowego, czyli efektu tunelowego.
Wyréwnanie wzglednego pola magnetycznego rozdzielonych materiatéw
magnetycznych wzbudza droge pradu o wysokiej lub niskiej rezystancji. Ta réznica
rezystanciji jest okreslana jako zapisany bit informacji, ktory mozna zachowaé w
przypadku przerwania zasilania.

Partnerow projektu zainteresowata mozliwo$¢ zintegrowania struktury CMOS z
elementami pamieci magnetycznej, poniewaz metoda ta niesie ze sobg wiele
korzysci. Kompaktowa struktura magnetycznych ztgczy tunelowych, a co wazniejsze
ich wysoka odpornosé magnetyczna zgodna z wysokoczutymi czujnikami
wykorzystujgcymi zespot obwoddw elektrycznych CMOS moze przyczynic sie do
opracowania kilku wersiji architektury RAM. Naukowcy z francuskiego Komitetu ds.
Energii Atomowej opracowali sposéb przezwyciezenia gtdwnej przeszkody stojacej
na drodze do integracji w oparciu o standardowg technologie CMOS 0,35um.

Ograniczony dostep do sprzetu stuzacego do integraciji przyczynit sie do
opracowania metody integraciji opartej na trawieniu wigzkg jonowa. Ta prosta
technika prézniowa daje wiele mozliwosci podczas wycinania magnetycznych ztgczy
tunelowych o rozmiarze mniejszym od mikrona na silikonowych podtozach o $rednicy
do 200mm. Metoda ta okazata sie na tyle zaawansowana, ze pozwolita na doktadne
trawienie wzoru o wysokiej rozdzielczosci, jednak niewystarczajaca, aby zapewnic
jednolito$¢ wymagang w odniesieniu do technologii magnetycznego magazynowania
danych.

Podczas opracowywania pierwszych komponentow dla magnetycznej pamieci o
dostepie swobodnym zaproponowano alternatywne metody zapisu, co wzbudzito
zainteresowanie inwestoréw. Utworzono nowg firme o nazwie Crocus Technology,
ktéra udostepni probki swoich prototypow.

Informacje na temat projektu
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